



































た。電子とホーノレの電界効果移動度の比μば/μdは O~O.5 (14試料、平均0.22、標準偏差O.14) 
となった。これは、歪みのないグラフェンでは、小Vg特性が電荷中性点に対しでほぼ対称、のV



















































































































































domain wallが流動性を有すると、 3Heは零点エネルギーを得するために、流動性のある domainwall内
に集中することになる。 domainwall構造としては、一般に低面密度では平行に配列した stripeddomain 
wall、高面密度では蜂の巣状に配列したhoneycombdomain wall構造が期待される。 domainwal1が流動
性を有すると、 S甘ipeddomain wall構造では3Heは1次元系を運動することになり熱容量は温度に比例す
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